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A procedure and a device are described for the production 
and/or; examination by group arrangements, in particular by 
layer group; arrangements, regarding a desired 
characteristic, whereby several; group arrangements (loa, 
16b 2oa, 26b) in connected form are; produced, as on a 
substrate (10, 20) in at least two defined places; (11a, lib, 
21a, 21b) at least in each case a Edukt for at least; two 
different materials is applied and these the same reaction; 
conditions synchronously for the formation of the materials 
is; subjected. In each case a material with a place (11a, 
lib, 21a,; 21b) of the substrate (10, 20) forms a group 
arrangement (loa,; 16b, 2oa, 26b). A change of a 
characteristic a group arrangement; (loa, 16b, 2oa, 26b) 
under effect of an external stimulus is; determined in each 
case and that group arrangement (loa, 16b, 2oa,; 26b), 
which a desired change the characteristic shows, selected. 
EXEMPLARY CLAIMS- 1. Procedure for the production 
and/or examination of group arrangements, in particular of 
layer group arrangements, regarding a desired 
characteristic, whereby several group arrangements (16 A, 
16 b. . ., 26 A, 26 b. . .)in connected form to be produced, 
as on a substrate (10, 20) at at least two places (11 A, 
defined 11 b. . ., 21 A, 21 b. . .)at least in each case a Edukt 
for at least two different materials is applied and these the 
same reaction conditions synchronously for the education of 
the materials to be subjected, whereby in each case a 
material with a place (11 A, 11 b. . ., 21 A, 21 b. . .)the 
substrate a group arrangement (16 A, 16 b. . ., 26 A, 26 b. . 
. ) forms, whereby a change of a characteristic in each case 
a group arrangement (16 A, 16 b. . ., 26 A, 26 b. . .)under 
effect of an external stimulus determines and whereby that 
group arrangement (16 A, 16 b. . ., 26 A, 26 b. . . ), which 
shows a desired change of the characteristic, one selects. 2. 
Procedure according to requirement 1, by the fact 
characterized that the external stimulus is the effect of a 
gaseous or liquid, substance which can be detected in 
particular. 3. Procedure according to requirement 1 or 2, by 
the fact characterized that in each case a group 
arrangement (26 A, 26 b. . .)it is electrically contacted and 
that as characteristic, which changes under effect of an 
external stimulus, which consults itself height of an electrical 
potential training at the surface of the material. 4. Procedure 
according to requirement 1 or 2, by the fact characterized 
that in each case a group arrangement (26 A, 26 b. . .)it is 
electrically contacted that a tension to the group 
arrangement (26 A, 26 b. . .)it is put on and that as 
characteristic, which changes under effect of an external 
stimulus the height within the group arrangement (26 A, 26 
b. . .)one consults flowing pumping Rome. 5. Procedure 
according to requirement 1 or 2, by the fact characterized 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung und Oberprufung von Verbundanordnungen 

@ Es wird ein Ve^rfahren und eine Vorrichtung zur Erzeu- 
gung und/oder Oberprufung von Verbundanordnungen, 
insbesondere von Schichtverbundanordnungen, hin- 
sichtlich einer enArunschten Eigenschaft beschrieben, wo- 
bei mehrere Verbundsanordnungen (16a, 16b, ... 26a, 26b, 
...) in zusammenhangender Form erzeugt werden, indem 
auf ein Substrat (10, 20) an mindestens zwei definierten 

Stellen (11a, lib 21a, 21b, ...) jeweils mindestens ein 

Edukt fur mindestens zwei verschiedene Materialien auf- 
gebracht wird und diese denselben Reaktionsbedingun- 
gen synchron zur Bildung der Materialien unterworfen 
warden. Dabei bildet jeweils ein Material mit einer Stelle 
(11a, lib, 21a, 21b, ...) des Substrata (10, 20) eine Ver- 
bundanordnung (16a, 16b, 26a, 26b, ...). Es wird eine 
Anderung einer Eigenschaft jeweils einer Verbundanord- 
nung (16a, 16b, 26a, 26b, ...) unter Einwirkung einesex- 
ternen Stimulus bestimmt und diejenige Verbundanord- 
nung (16a, 16b, 26a, 26b, ...), die eine erwunschte An- 
f derung der Eigenschaft zeigt, ausgewahlt. 
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Beschreibung 

Stand der Technik 

[0001] Die Erfindung beziehl sich auf ein Verfahren und 
eine Vorrichlung zur Erzeugung und Uberpriifung von Ver- 
bundanondnungen nacb dem Oberbegriff der unabhangigen 

Anspriiche. 

[0002] Die Auffindung und Entwicklung neuer StofFe und 
Materialien stellt ein vorrangiges Ziel der Materialwissen- 
schaften, der Chemie und Pharmazie dar. Die Suche nach 
geeigneten Verbindungen ist jedoch sehr ofl mit einem gro- 
Ben finanziellen und zeiilichen Aufwand verbunden. Um 
diese Suche effektiver und kostengunstiger durchfuhren zu 
konnen, wurde schon vor Jahren in der Pharmazie, dann 
auch in anderen Anwendungsgebieten eine systemadsche 
Methodik eingefiihrt, die unter der Bezeichnung "Kombina- 
torische Chemie" bekanni geworden ist. Dabei werden par- 
allel mehrere polentiell interessante Verbindungen erzeugt 
und anaiysien. Der Vorteil dieser Methode ist in der Mog- 
lichkeit zur Automatisierung zu sehen, die einen groBen 
Durchsatz in kiirzester 2^it gestattet. 
[0003] Eine umfassende allgemeine Darstellung dieser 
Verfahrensweise ist beispielsweise der US-Patentschrift 
5,985,356 zu enmehmen, in der die Anwendung der haupt- 
sachlich in der Pharmazie beheimateten Kombinatorischen 
Chemie auf chemische und materialwissenschaftliche An- 
wendungsgebiete vorgeschlagen wird. 
[0004] Ein grundsatzlicher Nachteil der bisher bekannten 
Verfahren ist, daB nur die Eigenschaften der auf einem Sub- 
su^t erzeugten Substanzen untersucht werden konnen, wo- 
hingegen die Untersuchung von Verbundsystemen, beste- 
hend aus einem innigen Verbund mindestens zweier ver- 
schiedener Komponenten nicht moglich war. 
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine 
Vorrichtung und ein Verfahren bereitzustellen, das die Er- 
zeugung und tJberprufiing von Veibundanordnungen efifek- 
tiv und kostengiinstig gestattet 

Vorteile der Erfindung 

[0006] Das erfindungsgemaBe Verfahren bzw. die erfin- 
dungsgemaBe Vorrichtung haben den Vorteil, daB mehrere 
Verbundanordnungen in zusanunenhangender Form ratio- 
nell erzeugt und untersucht werden konnen. Dies resultiert 
vor allem aus der Verwendung eines Substrats als gemein- 
same Komponente aller Verbundanordnungen, auf das 
Edukte verschiedener Materialien an definierten Stellen auf- 
gebracht und synchron unter vergleichbaren Reaktionsbe- 
dingungen umgesetzt werden. Die "Oberprufiing der Ver- 
bundanordnungen erfolgt in Hinblick auf eine ausgewahlte 
Eigenschaft, deien Anderung bei Einwirkung eines extemen 
Stimulus v^olgt wird. 

[0007] Das erfindungsgemaBe Verfahren eignet sich ins- 
besondere zur Entwicklung neuer Materialien fur Sensoren, 
wobei hier die Anwendung bei Gassensoren im Vordergrund 
steht. Vorteilhafterweise gestattet das erfindungsgemaBe 
Verfahren sowohl die Entwicklung von Widerstandsschich- 
ten fiir resistive Elemente als auch von Elektroden- und 
Schulzschichtmaterialien beispielsweise fiir amperometri- 
sche und poientiometrische Sensoren. 
[0008] Vorteilhafterweise konnen die Verbundanordnun- 
gen verschiedensten Gasen ausgesetzt werden und es wird 
das sich dabei an den Verbundanordnungen ausbildende Po- 
tential, ein in den Verbundanordnungen flieBender Pump- 
Strom Oder der ^derstand einer in der Verbundanordnung 
voigesehenen Widerstandsschicht gemessen. Zus&tzlich ist 
eine Mdglichkeit zur Beheizung des Substrats und ein Mittel 



fiir die Zufiihr eines Referenzmediums vorgesehen. 
[0009] Eine elektrische Kontaktierung der Verbundanord- 
nungen gestattet eine gezielte Adressierung einzelner Ver- 
bundanordnungen. Dies kann zum Beispiel durch eine re- 
5 versible Kontaktierung der Kontaktflachen der einzelnen 
Verbundanordnungen erfolgen. 

Zeichnung 

10 [0010] Zwei Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind in 
der Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Be- 
schreibung naher criautert. Fig. la zeigl schemalisch eine 
Aufsicht auf ein Substrat mit Verbundanordnungen gemaB 
einem ersten Ausfuhrungsbeispiel, Fig. lb eine VergroBe- 

is rung eines Ausschnitts der Fig. la, Ic einen Querschnitt des 
in Fig. la abgebildeten Substrats, die Fig. id eine Variante 
zu der in Fig. lb dargestellten AusschnittsvergroBerung, die 
Fig. le ein Ersatzschaubild fiir die in Fig. Id dargestellte Va- 
riante, die Fig. 2 und 3 zeigen Querschnitte durch Substrate 

20 gemaB einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel und Fig. 4 eine 
Vorrichtung zur Durchfuhrung des erfindungsgemaBen Ver- 
fahrens. 

Ausfuhrungsbeispiele 

25 

[0011] Die der Erfindung zugrunde liegende Idee ist es, 
die Methodik einer paraUelen Synthese und Untersuchung 
verschiedener potentiell interessanter Substanzen auf For- 
schungsgebiete auszudehnen, bei denen die Erforschung der 
30 Eigenschaften von Einzelmaterialien allein nicht zum Ziel 
fuhrt, sondem nur Untersuchungen an Anordnungen, die aus 
zwei Oder mehr Komponenten bestehen, zu aussagekrafti- 
gen Resultaten fuhren. Dies ist unter anderem auf dem Ge- 
biet der Sensorik der Fall. So laBt sich beispielsweise eine 
35 metallische Verbindung zwar in Hinblick auf ihre Leitfahig- 
keit mit den bisher bekannten Methoden untersuchen. Ob 
diese Verbindung jedoch als MeBelektrode eines Sensors ge- 
eignet ist, kann nur ausreichend getestet werden, wenn die 
metallische Verbindung beispielsweise im Verbund mit ei- 
40 nem Festelektrolyten, einer Gegenelektrode und gegebenen- 
fails einer Elekurodenschutzschicht hergestellt und unter- 
sucht wird. 

[0012] Allgemein werden dazu auf einem Substrat an 
mindestens zwei Stellen, deren genaue Position auf dem 
45 Substrat bekannt ist, jeweils mindestens ein Edukt zur Er- 
zeugung von mindestens zwei Materialien aufgebracht. Die 
Dosierung und Aufbringung kann mittels der ublichen Ver- 
fahren, beispielsweise durch einen Dispenser erfolgen. Das 
mit Edukten versehene Subsurat wird Reaktionsbedingun- 
50 gen ausgesetzt, die nicht nur die Bildung der Materialien aus 
den Edukten bewirken, sondem gleichzeitig auch einen in- 
nigen Verbund der Materialien mit der Substratoberflache. 
Dabei bildet jeweils ein Material mit dem gemeinsamen 
Substrat und gegebenenfalls weiteren Komponenten eine 
55 Verbundanordnung. Die so in zusammenhSngender Form 
erzeugten Verbundanordnungen werden dann einer Untersu- 
chung auf eine ausgewahlte Eigenschaft bin unterzogen. 
[0013] In Fig. 1 ist zur Verdeullichung ein erstes Ausfuh- 
rungsbeispiel der erfindungsgemaBen Vorrichtung bzw. des 
60 erfindungsgemaBen Verfahrens dargestellt. Die gemaB dem 
ersten Ausfuhrungsbeispiel heigestellten Verbundanordnun- 
gen eignen sich beispielsweise fur die Entwicklung neuer 
Materialien fiir resistive Gassensoren. Dabei wird ein Sub- 
strat 10 verwendet, das elektrisch isolierend wirkt und weil- 
65 gehend aus hochohmigen Materialien wie Aluminiumoxid 
oder mit Siliciumdioxid iiberzogenem Silicium bestehL Auf 
dem Substrat 10 werden an definierten Stellen 11a, lib, . . . 
jeweils zwei Elektroden 12a, 12a*, 12b, 12b, . . . beispiels- 
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weise in Form von in der AusschnittsvergroBerung Fig. lb 
daigesteilten InterdigitalelekUoden aufgebracht Diese wer- 
den, wie in Fig. la schematisch verdeutlicht, dutch separate 
Leiterbahnen 13a, 13a*, 13b, 13b*, ... mil Kontaktstellen 
14a, 14a*, 14b, 14b* ... am Rand des Substrals 10 verbun- 5 
den. Die Kontaktstellen 14a, 14a', 14b, 14b' . . . konnen 
grundsatzlich auch auf der Riickseite des Substrats 10 ange- 
ordnet sein und mittels einer Bohrung kontaktiert werden. 
[0014] AbschlieBend werden die Leiterbahnen 13a, 13a', 
13b, 13b' . . , mit einer oder mehreren verschiedenen, nichl 10 
dargestellten Inertschichten bedecki. In die Bereiche zwi- 
schen den Eleklroden 12a, 12a', 12b, 12b'. . . werden zusalz- 
lich Widerstandschichlen 18a, 18b, . . . aufgebracht, die die 
zugehdrigen Elektroden 12a, 12a', 12a, 12a* auch bedecken 
konnen. is 
[0015] Die Herstellung selbst erfolgt am zweckmaBigsten 
durch Aufdruck, beispielsweise mittels Siebdruck, von ent- 
sprechenden, die erforderlichen Materialien enihaltenden 
Fasten auf das Subsirat 10 und einem anschlieBenden Sin- 
tern des rait Fasten bedruckten Substrats. Dabei bilden die 20 
jeweils an einer definierten Stelle 11a, lib . . . erzeugten 
Elektroden 12a, 12a*, 12b, 12b' . . . zusammen mit dem Sub- 
strat 10 und den Widerstandsschichten 18a, 18b , . . jeweils 
eine Verbundanordnung 16a, 16b, . . . 

[0016] Eine Variante der in Fig. la und lb dargestellten 25 
Verbundanoidnungen ist in Fig. Id abgebildet. Dabei sind 
anstelle von zwei Elektroden 12a, 12a* vier derartige Elek- 
troden 12a, 12a*, 12a", 12a'" flir die Verbundanordnung 16a 
vorgesehen. Dabei sind die Elektroden 12a, 12a" vorzugs- 
weise als gegenlaufig angelegte Maander ausgebildet. Zwi- 30 
schen den Elektroden 12a, 12a" befindet sich ein Teil der 
Widerstandsschicht 18a. Die als Maander ausgefuhrten 
Elektroden 12a, 12a" sind von der dritten Elektrode 12a' ei- 
nerseits und der vierten Elektrode 12a'" andererseits umge- 
ben, wobei sich zwischen den Elektroden 12a, 12a' bzw. 35 
zwischen den Elektroden 12a", 12a'" weitere Telle der Wi- 
derstandsschicht 18a befinden. 

[0017] Die Elektroden 12a', 12a*" werden mit einem Strom 
beaufschlagt, der zu einem Spannungsabfall zwischen den 
Elektroden 12a', 12a'" und zus^tzlich zwischen den Elektro- 40 
den 12a, 12a" ffihrt. Da an den Elektroden 12a', 12a'" durch 
die Strombeaufschlagung ein zusatzlicher Widerstand unbe- 
kannter GroBe entsteht, wird zur Beslimmung des Wider- 
stands der Widerstandsschicht 18a der Spannungsabfall an 
den Elektroden 12a, 12a' herangezogen, da dort der storende 45 
EinfiuB des zusatzhchen Wderstands ausgeschaltet ist. 
[0018] Die Elektroden 12a, 12a', 12a", 12a'" sind durch 
Zuleitungen 13a, 13a', 13a", 13a'" mit nicht dargestellten 
Kontaktstellen 14a, 14a', 14a", 14a"' vorzugs weise am Rand 
des Substrats kontaktiert. 50 
[0019] In Fig. le ist zur Verdeutlichung der Funkdons- 
weise der in Fig. Id dargestellten Verbundanordnung 16a 
ein Ersatzschaltbild abgebildet Dabei wird ein Spannungs- 
abfall zwischen den AnschlUssen 12A, 12A" gemessen, aus 
dem sich ein ^A^derstand R2 errechnen laBt, der einen Teil 55 
des Gesamtwiderstands Rl darstellt, der sich uber den Span- 
nungsabfall zwischen den Anschlussen 12A', 12A"' berech- 
nen laBt 

[0020] Die Uberpriifting der Verbundanordnungen auf 
eine gewunschte Eigenschaft bin erfolgt unter Einwirkung 60 
eines extemen Stimulus. Darunter laBt sich in allgemeinster 
Weise der direkte Kontakt der Verbundanordnungen 16a, 
16b . . . mit einem auf physikalischem oder chemischem 
Wege mit der Oberflache der Verbundanordnungen 16a, 
16b, ... in Wechselwirkung tretenden Medium verstehen. 65 
Im vorliegenden Fall wird darunter bevorzugt die Einwir- 
kung von Gasen verstanden, insbesondere derjenigen, die 
mittels des zu entwickelnden Sensors detektiert werden sol- 
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[0021] Die Uberpriifting der Verbundanordnungen 16a, 
16b ... auf eine gewiinschte Eigenschaft bin kann zum ei- 
nen im Hinblick auf eine Optimierung der Widerstands- 
schichten 18a, 18b ... in Bezug auf deren ohmschen Wider- 
stand, Impedanz oder Kapazitat in Abhangigkeit von der 
Konzentration der zu bestimmenden Gaskomponente erfol- 
gen. Dazu werden die Zusammensetzung und Stochiometrie 
der an den einzelnen Stellen Ua, lib . . . aufgebrachten 
Inertschichten 18a, 18b . . . variiert. Dariiber hinaus bietet 
sich auch die Moglichkeii, durch Variation der Zusanunen- 
selzung und Stochiometrie der Elektroden 12a, 12a', Ha", 
12a'", 12b, 12b' . . . bzw. der Leiterbahnen 13a, 13a', Oa", 
13a'", 13b, 13b' . . . eine auf die zu detektierende Gas- oder 
Fliissigkeitskomponente sensitive Verbundanordnung zu 
entwickeln. 

[0022] Die Anzahl der auf dem Substrat 10 vorzusehen- 
den Stellen 11a, lib . . . kann variabel gesialtet werden. Sie 
hangt von praktischen Erwagungen ab. So treten bei einer 
Stellcnzahl kleiner 16 die Vorteile einer parallelen Synthese 
und Untersuchung der Verbundanordnungen 16a, 16b . . . 
kaum mehr zu Tage, wohingegen eine Obergrenze nur in 
Bezug auf eine ausreichend effeklive Verwaltung der ge- 
wonnenen Datenmenge und auf eine gerade noch hinrei- 
chend exakte Belegung der Substratoberflache mit Leiter- 
bahnen 13a, 13a', 13a", 13a"', 13b, 13b' . . . bzw. Inertschich- 
ten 18a, 18b . und gegeben ist. Eine erfahrungsgemaS gut 
handhabbare Zahl der Stellen 11a, lib, . . . liegt bei 256. 
[0023] Die im Rahmen des ersten Ausfuhrungsbeispiels 
beschriebenen Verbundanordnungen 16a, 16b, . . . lassen 
sich in abgewandelter Form auch fiir die Entwicklung neu- 
artiger potentiometrischer und amperometrischer Sensoren 
nutzen. Ein Querschnitt durch ein Substrat 20 mit zu diesem 
Zweck nutzbaren Verbundanordnungen 26a, 26b, ... ist in 
Fig. 2 dargestellt. Das diesem zwei ten Ausfuhrungsbei spiel 
zugrunde liegende Substrat 20 umfaBt einen ionenleitfahi- 
gen Festelektrolyten, wie beispielsweise mit Yttriumoxid 
teil- oder voUstabilisiertes Zirkondioxid. Soil den zu ent- 
wickelnden Sensoren keine SauerstoffionenleitfShigkdt des 
Festelektrolyten sondem eine lonenleitfahigkeit auf der Ba- 
sis von Ptotonen oder Alkaliionen zugrunde gelegt werden, 
so ist auch die Verwendung von FestelektrolytmateriaUen 
wie Nasicon oder Polyelektrolytmembranen aus der Brenn- 
stoffzellentechnologie denkbar. 

[0024] Auf dem Substrat 20 werden an definierten Stellen 
21a, 21b, . . . Elektroden in Form von MeBelektroden 22a, 
22b, . . . aufgebracht, Diese werden jeweils durch eine sepa- 
rate Leiterbahn 23a, 23b, ... mit Kontaktstellen 24a, 24b, 
... am Rand des Substrats 20 verbunden. Die Kontaktstel- 
len 24a, 24b, . . . konnen auf dieselbe GroBflache des Sub- 
strats 20 aufgebracht werden, auf der sich auch die MeB- 
elektroden 22a, 22b, befinden, sie kdnnen aber auch auf der 
den MeBelektroden 22a, 22b, abgewandten Grofiflgche des 
Substrats 20 ausgebildet sein. Die Leiterbahnen 23a, 23b, 
. . . und die Zwischenraume zwischen den Elektroden 22a, 
22b, . . . werden mit Inertschichten 28a, 28b, . . . bedeckt, 
wobei jedoch die Oberflachen der MeBelektroden 22a, 22b, 
. . . und Kontaktflachen 24a, 24b . . . unbedeckt bleiben. Auf 
der den MeBelektroden 22a, 22b, . . . abgewandten GroBfla- 
che des Substrats 20 werden Referenzelektroden 27a, 27b, 
. . . aufgebracht, wobei je nach Anwendungsfall entweder 
jeder MeBelektrode 22a, 22b, . . . eine Referenzelektrode 
27a, 27b, . . . zugeordnet wird oder mehrere bzw. alle Refe- 
renzelekU'oden 27a, 27b, ... in einer gemeinsamen Referen- 
zelektrode zusammengefaBt werden. 
[0025] Die Oberflachen einiger oder aller MeBelektroden 
22a, 22b . . . kdnnen, wie in Fig. 3 dargestellt, zusatziich zu- 
mindest teilweise mit einer porosen Schutzschicht 29a, 29b, 
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. . . uberzogen werden. Dies ist vor allem fur die Enlwick- 
lung amperometrischer Sensoren von Bedeuiung. Die Her- 
stellung der Veifoundanordnungen 26a, 26b, . . . erfolgt iiber 
cntsprechende Druckvorgange auf deni Substrat 20 und an- 
schlieBcndem Sintem des bedruckten Substrats in bereits 5 
beschriebener Weise. 

[0026] Zur Uberpriifung der in zusammenhangender 
Form erzeugien Verbundanordnungen 26a, 26b, . . . hin- 
sichdich deren Sensidvilat gegeniiber zu deiektierenden 
Verbindungen werden fiir eine potentiometrische Mefiweise 10 
die MeBelektroden 22a, 22b, . . . jeweils mil den oder der 
Referenzelektrode 27a, 27b, . . . zu sogenannlen Nemst- 
bzw. Konzentrauonszellen zusammengeschaltet. Wahrend 
der Messung werdeo eine oder mehiere MeBelektroden 22a, 
22b, . . . einer MeBgasaUnosphare ausgesetzt, die die zu de- ts 
tektierende Komponente enthalt, wahrend die Referenzelek- 
troden 27a, 27b, . . . einer ReferenzatmosphSre ausgesetzt 
sind. Fiir jede Verbundanordnung 26a, 26b, . , . wird dann 
die sich zwischen den MeB- und Referenzelektroden ausbil- 
dende PotendaldifFerenz in Abhangigkeit von der Konzen- 20 
tration der zu detekuerenden Gaskomponente in der MeB- 
gasatmosphare besummt. 

(0027] Dabei ist je nach Auslegung des Herstellungsver- 
fahrens eine Variation der Materialien der MeBelektroden 
22a, 22b, . . ., des Festelektrolyten 10, 20 oder der auf den 25 
MeBelektroden 22a, 22b, . . . angeoidneten Schutzschichten 
29a, 29b, . . . moglich. Variierl werden kann sowohl die Sio- 
chiometrie der Mat^alien als auch die Art und Anzahl der 
den Materialien zugrundegelegten Edukte. 
[0028] Die Betriebsweise der Verbundanordnungen 26a, 30 
26b, ... als amperometrische Sensoren setzt iiblicherweise 
die Existenz poroser Schutzschichten 29a, 29b, . . , auf den 
MeBelektroden 22a, 22b, ... als Diffusionswiderstand vor- 
aus. Die porosen Schutzschichten 29a, 29b, . . . bedecken 
dabei, wie in Fig, 3 dargestellt, die Oberflachen der MeB- 35 
elektroden 22a, 22b, . . . zumindest teilweise; die Schutz- 
schichten 29a, 29b, . . . konnen aber auch in Form einer 
durchgangigen, das gesamte Substrat bedeckenden Schicht 
ausgefiihrt werden. Bei einer amperometrischen Betriebs- 
weise werden die MeBelektroden 22a, 22b, . . . der Verbund- 40 
anordnungen mit den oder der Referenzelektrode 27a, 27b, 
. . . zu elektrochemischen Pumpzellen geschaltet, wobei 
zwischen den MeB- und Referenzelektroden eine Pump- 
spannung angelegt wird und der zwischen den MeB- und Re- 
ferenzelektroden flieBende PumpsU*om bestimmt wird. 45 
[0029] Als Gaskomponenten, die mittels einer Verbundan- 
ordnung 16a, 16b, . . ., 26a, 26b, . . . gemaB dem ersten oder 
zweiten Ausfuhrungsbeispiel bestimmt werden konnen, sind 
unter anderem Sauerstoff, Sdckoxide, Schwefeloxide, Koh- 
Icnmonoxid, KohlenwasserstofFe, Ozon, Ammoniak, Was- 50 
serstofif und Schwefelwasserstoff zu nennen. 
[0030] In Fig. 4 ist eine Vorrichtung 40 zur Dberprufung 
der in zusammenhangender Form erzeugten Verbundanord- 
nungen 16a, 16b, . . 26a, 26b, . . . hinsichtlich einer er- 
wunschten Eigenschaft schematisch dargestellt. Das Sub- 55 
strat 10, 20 ist dabei auf einen ObjekttrSger 42 aufgelegt, der 
gleichzeidg so ausgefiihrt werden kann, daB er, wie in Fig. 4 
dargestellt, zusammen mit einer weiteren Begrenzungsplatte 
44 einen Referenzraum 45 fur die Zufuhr eines Referenzme- 
diums bildet. Das Referenzmedium kann iiber eine Zufuh- 60 
rungsleitung 46 dem Referenzraum 45 zugeleitet werden. 
Auf der dem Referenzraum 45 abgewandten GroBflache des 
Substrats 10, 20 ist eine quaderformige, MeBglocke 48 fiir 
die Zufuhr eines flussigen oder gasformigen MeBmediums 
vorgeseben, die eine Zuleitung 49 fur das MeBmedium auf- 65 
weist und auf die Substratoberflache absenkbar ist. Mittels 
der MeBglocke 48 wird den auf der Substratoberflache ange- 
ordneten sensitiven Beieichen der Verbundanordnungen 
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16a, 16b, . . ., 26a, 26b, . . . ein MeBmedium zugefuhrt. 
[0031] Des weiteren weist die Vorrichtung ein Mittel 50 
zur vorzugsweise reversibien und adressierbaren Kontakde- 
rung der auf dem Substrat 10, 20 aufgebrachtcn Kontaktstel- 
len 14a, 14b, . . 24a, 24b, . . . auf. Dieses Mittel 50 ermog- 
ticht die gezielte Kontaktierung der verschiedenen Verbund- 
anordnungen 16a, 16b, . . ., 26a, 26b, . . . und somit den Ab- 
griff der unter dem EinfluB des MeBmediums resultierenden 
MeBwerte. 

[0032] Da Festelektrolyten erst bei hohen Temperaturen 
von iiber 400°C eine merkliche lonenleitfahigkeit aufwei- 
sen, die eine Grundvorausselzung fiir die Funktionstiichug- 
keit der Verbundanordnungen 16a, 16b, . . ., 26a, 26b, . . . 
als potenuelle Sensoren darstellt, ist in der VDrrichtung 40 
vorzugsweise senkrecht zur Ebene des Substrats 10, 20 ein 
Heizer 52 vorgesehen, der die Verbundanordnungen 16a, 
16b, . . 26a, 26b, . . , auf die erforderliche Temperatur er- 
warmt. Dariiber hinaus ist eine Uberpriifung der sensitiven 
Eigenschaften der Verbundanordnungen 16a, 16b, . . 26a, 
26b, . . . hinsichtlich einer Variadon der MeBtemperatur 
moglich. Zusatzlich kann optional eine Kilhlung 54 fiir den 
Bereich des Referenzraums 45 und/oder der MeBglocke 48 
vorgesehen sein. 

[0033] Dariiber hinaus kann als Alternative zur Detektion 
uber den Abgriff elekuischer MeBgroBen eine photographi- 
sche Abbildungsvorrichtung 55 vorzugsweise fiir infirarote 
Strahlung vorgesehen sein, die besonders akti ve Zentren auf 
der Substratoberflache aufgrund deren starkerer Erwarmung 
auf photographischem Wege lokalisieren kann. 
[0034] Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen Aus- 
fiihrungsbeispiele beschrankt, sondem es sind je nach Ver- 
wendungszweck neben den beschriebenen auch weitere 
Ausfiihrungsformen der vorliegenden Erfindung denkbar. 
So kann bei spiels weise bei der Wahl entsprechender Sub- 
sU-ate und sensitiver Materialien die Herstellung und Uber- 
priifung von Fliissigkeitssensoren hinsichtlich einer ausge- 
wahlten Eigenschaft mittels dem der Erfindung zugrundeUe- 
genden Verfahren bzw. der Vorrichtung durchgefuhrt wer- 
den. 

Patentansprtiche 

1. Verfahren zur Erzeugung und/oder tjberpriifung 
von Verbundanordnungen, insbesondere von Schicht- 
verbundanordnungen, hinsichtlich einer erwiinschten 
Eigenschaft, wobei mehrere Verbundanordnungen 
(16a, 16b, . . ., 26a, 26b, , . .) in zusammenhangender 
Form erzeugt werden, indem auf ein Substrat (10, 20) 
an mindestens zwei definierten Stellen (11a, lib, . . ., 
21a, 21b, . . .) jeweils mindestens ein Edukt fiir minde- 
stens zwei verschiedene Materialien aufgebracht wird 
und diese denselben Reaktionsbedingungen synchron 
zur Bildung der Materialien unterworfen werden, wo- 
bei jeweils ein Material mit einer Stelle (11a, lib, . . 
21a, 21b, . . .) des Substrats eine Verbundanordnung 
(16a, 16b, . . ., 26a, 26b, . . .) bildet, wobei eine Ande- 
rung einer Eigenschaft jeweils einer Verbundanord- 
nung (16a, 16b, . . ., 26a, 26b, . . .) unter Einwirkung 
eines extemen Stimulus bestimmt und wobei diejenige 
Verbundanordnung (16a, 16b, . . ., 26a, 26b, . . .), die 
eine erwiinschte Anderung der Eigenschaft zeigt, aus- 
gewahlt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dafi der exteme Stimulus die Einwirkung einer gas- 
formigen Oder flussigen, insbesondere zu detektieren- 
den Substanz ist. 

3. Verfahr^] nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB jeweils eine Verbundanordnung (26a, 
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26b, . . .) elektrisch kontaktiert wird und da6 als Eigen- 
schaft, die sich unter Einwirkung eines extemen Stimu- 
lus andert, die H(3he eines sich an der ObeiHache des 
Materials ausbildenden elekuischen Potentials heran- 
gezogen wird. 5 

4. Verfahren nach Anspnich 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnei, daB jeweils eine Verbundanordnung (26a, 
26b, . . .) elektrisch kontaktiert wird, daB eine Span- 
nung an die Verbundanordnung (26a, 26b, . . .) ange- 
legt wird und daB als Eigenschaft, die sich unter Ein- lO 
wirkung eines extemen Stimulus anderl, die Hohe des 
innerhalb der Verbundanordnung (26a, 26b, . . .) flie- 
Benden F^impstroms herangezogen wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnel, daB jeweils eine Verbundanordnung (16a, IS 
16b, . . .) elektrisch kontaktiert wird, daB eine Span- 
nung an die Verbundanordnung (16a, 16b, . . .) ange- 
legt wird und daB als Eigenschaft, die sich unter Ein- 
wirkung eines extemen Stimulus andert, der ohmsche 
Widerstand, die Kapazitat und/oder die Impedanz des 20 
zur Verbundanordnung (16a, 16b, . . .) gehorenden Ma- 
terials herangezogen wird. 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Geschwindigkeit 
einer Anderung einer Eigenschaft jeweils einer Ver- 25 
bundanordnung (16a, 16b, . . ., 26a, 26b, . . .) unter 
Einwirkung eines sich zeitlich veranderaden extemen 
Stimulus bestimmt wild, und daB diejenige Veibundan- 
ordnung (16a, 16b, . . ., 26a, 26b, . . die eine er- 
wiinschte Geschwindigkeit bei der Anderung der Ei- 30 
genschaft zeigt, ausgewahlt wird. 

7. Verfahren nach einem der voriiergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das Substrat (10, 20) 
beheizt wird, wahrend eine Anderung einer Eigen- 
schaft jeweils einer Verbundanordnung (16a, 16b, . . ., 35 
26a, 26b, . . .) unter Einwirkung eines exteraen Stimu- 
lus bestinunt wird. 

8. Vorrichtung zur Erzeugung und/oder Uberpriifung 
von Verfoundanordnungen, insbesondere von Schicht- 
verbundanordnungen, hinsichtlich einer erwiinschten 40 
Eigenschaft, mit einem Substrat (10, 20), auf dem sich 
mindestens zwei definierte Stellen (11a, lib, . . 21a, 
21b, . , .) befinden, auf die jeweils mindestens ein 
Edukt von mindestens zwei verschiedenen Materialien 
aufbringbar ist, wobei die Edukte mittels einer syn- 45 
chronen Reaktion der Edukte unter identischen Reakti- 
onsbedingungen zu den Materialien umsetzbar sind 
und wobei jeweils ein Material mit einer Stelle (11a, 
lib, . . ., 21a, 21b, . . .) des SubsU^ts,(10, 20) eine Ver- 
bundanordnung (16a, 16b, . . ., 26a, 26b) bildet, da- 50 
durch gekennzeichnet, daB ein Mittel (50) zur vorzugs- 
weisereversiblen elektrischen Kontaktierung von Kon- 
taktstellen (14a, 14b, . . 24a, 24b, . . .) auf dem Sub- 
strat (10, 20) vorgesehen ist, so daB mehrere Vcrbund- 
anordnungen (16a, 16b, . . ., 26a, 26b, . . .) elektrisch 55 
adressierbar sind, 

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Zahl der Stellen (11a, lib, . . 21a, 
21b, . . .) auf dem Substrat (10, 20) zur Auft)ringung 
von Edukten gleich der Zahl der moglichen Kombina- ^ 
tionen der Elemente x dw Ordnung y ist, wobei x der 
Anzahl der verschiedenen ausgewahlten Edukte und y 
der Anzahl der ftir ein Material benotigten Edukte ent- 
spricht. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 65 
zeichnet, daB die Zahl der Stellen (11a, lib, . . 21a, 
21b, . . .) auf dem Substrat (10, 20) zur Aufbringung 
von Edukten gleich einer ReUie verschiedener st3chio* 
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meuischer Zusammenseizungen eines Materials aus 
mindestens zwei Edukten entsprichl. 

11. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 8 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, dafi die Zahl der Stellen (11a, 
lib, . . 21a, 21b, . . .) mindestens 16 betragt und vor- 
zugsweise bei 256 liegt. 

12. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 8 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Substrat (10, 20) Alu- 
miniumoxid, mit Siliciumdioxid versehenes Silicium 
und/oder einen Festelekurolyten umfaBt. 

13. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 8 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Material durch zwei 
oder vier Leiterbahnen (13a, 13b, . . .) kontaktiert ist. 

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Material ein Oxid imifaBt. 

15. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 8 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB auf der dem Material ge- 
geniiberliegenden Seite des Substrats (20) mindestens 
eine Referenzelektrode (27a, 27b, . . .) ausgebildet ist. 

16. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 8 bis 12 
und 15, dadurch gekennzeichnet, daB das Material als 
MeBelektrode (22a, 22b, . . .) kontaktiert ist. 

17. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Material ein Cermet ist, 

18. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 8 bis 12 
und 15, dadurch gekennzeichnet, daB das Material als 
Schicht (29a, 29b, . . .) iiber einer auf dem Substrat (20) 
zusatzlich angeordneten MeBelektrode (22a, 22b, . . .) 
aufgebracht ist. 

19. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Material poros ist und vorzugsweise 
ein katalytisch aktives Metall in feinstverteilter Form 
enthalt. 

20. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 8 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, daB eine Zufuhr (49) fiir ein 
MeBgas vorgesehen ist. 

21. Vorrichtung nach einem der Anspruche 8 bis 20, 
dadurch gekennzeichnet, daB auf der den Materialien 
abgewandten Seite des Substrats (10, 20) ein Referenz- 
gas zufiihrbar ist. 

22. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 8 bis 21, 
dadurch gekennzeichnet, daB eine photographische 
Abbildungsvorrichtung (55) fiir UV-, IR- und/oder 
sichtbares Licht vorgesehen ist. 

23. Vorrichtung nach einem der Anspruche 8 bis 22, 
gekennzeichnet als Mittel zur Durchfuhrung eines Ver- 
fahrens nach einem der Anspriiche 1 bis 7. 

24. Verwendung eines Verfahrens nach einem der An- 
spriiche 1 bis 7 und/oder einer Vorrichtung nach einem 
der Anspruche 8 bis 23 zur Entwicklung von MeBelek- 
troden ftir Gassensoren. 

25. Verwendung eines Verfahrens nach einem der An- 
spriiche 1 bis 7 und/oder einer Vorrichtung nach einem 
dsr Anspriiche 8 bis 23 zur Entwicklung von Schutz- 
schichten ftir MeBelektroden von Gassensoren. 

26. Verwendung eines Verfahrens nach einem der An- 
spriiche 1 bis 7 und/oder einer Vorrichtung nach einem 
der Anspriiche 8 bis 23 zur Entwicklung von Gassenso- 
ren zur Bestimmung von NO^, Kohlenwasserstoffen, 
NH3, CO, H2, SO^, H2S und/oder O3. 
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